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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護裝置，包括：一放電元件，當被致能時，則在一第一及第二電源線之
間提供一放電路徑，當被禁能時，則停止提供該放電路徑；一第一偵測電路，耦接於該

第一及第二電源線之間，其中該第一偵測電路提供一第一致能信號以及一第二致能信

號；以及一第二偵測電路，連接該第一偵測電路；其中當一靜電放電事件發生在該第一

電源線時，該第一偵測電路利用該第一致能信號，致能該放電裝置；當該靜電放電事件

未發生在該第一電源線時，該第一偵測電路利用該第二致能信號，致能該第二偵測電

路，藉由禁能該第一致能信號，禁能該放電裝置。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該放電裝置係為一第一 N型電晶
體，其閘極接收該第一致能信號，其汲極耦接該第一電源線，其源極耦接該第二電源

線，該第二偵測電路具有一第二 N型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，其汲極耦接
該第一 N型電晶體之閘極，其源極耦接該第二電源線。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單
元，耦接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號； 一電容單元，耦
接於該第一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一

輸出端，該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第

二輸出端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；以及一第三反相單元，具有一第三輸入端

以及一第三輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信

號並耦接該第一 N型電晶體之閘極。
4.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單
元，耦接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦

接於該第一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一

輸出端，該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第
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二輸出端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；一第三反相單元，具有一第三輸入端以及

一第三輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信號並

耦接該第一 N型電晶體之閘極；以及一 P型電晶體，其閘極耦接該第一 N型電晶體之
閘 極，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第三輸入端。

5.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單
元，耦接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦

接於該第一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一

輸出端，該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第

二輸出端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；一第三反相單元，具有一第三輸入端以及

一第三輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信號並

耦接該第一 N型電晶體之閘極；以及一第四反相單元，具有一第四輸入端以及一第四輸
出端，該第四輸入端耦接該第三輸出端，該第四輸出端耦接該第三輸入端。

6.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護裝置，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單
元，耦接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦

接於該第一節點與該第二電源線之 間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一
輸出端，該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第

二輸出端，該第二輸出端耦接該第一 N型電晶體之閘極；一第三反相單元，具有一第一
P型電晶體以及一第三 N型電晶體，該第一 P型電晶體之閘極耦接該第一輸出端，其源
極與汲極耦接該第二輸入端，該第三 N型電晶體之閘極耦接該第一輸出端，其源極耦接
該第二電源線，其汲極耦接該第二輸入端；以及一第二 P型電晶體，其閘極耦接該第一
N型電晶體之閘極，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第一 P型電晶體之源極。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二偵測電路包括：一 P型電
晶體，其閘極接收該第二致能信號，其源極耦接該第一電源線，其汲極接收該第一致能

信號；以及一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一輸出端，該第一輸入端耦接

該 P型電晶體之汲極，其中該放電裝置係為一第一 N型電晶體，其閘極耦接該第一輸出
端，其汲極耦接該第一電源線，其源極耦接該第二電源線。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電防護裝置， 其中該第一偵測電路包括：一電容單
元，耦接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一阻抗單元，耦

接於該第一節點與該第二電源線之間；以及一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一

第二輸出端，該第二輸入端耦接該第一節點，該第二輸出端輸出該第一致能信號並耦接

該第一反相單元之第一輸入端。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該放電裝置係為一第一 P型電晶
體，其閘極接收該第一致能信號，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第二電源

線，該第二偵測電路具有一第二 P型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，其源極耦接
該第一電源線，其汲極耦接該第一 P型電晶體之閘極。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護裝置，其中該第二偵測電路包括：一反相單
元，其輸入端接收該第一致能信號；以及一 N型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，
其汲極耦接該反相單元之輸入端，其源極耦接該第二電源線，其中該放電裝置係為一第

一 P型電晶體，其閘極耦接該反相單元之輸出端，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦
接該第二電源線。

11.   一種積體電路，包括：一核心電路，耦接於一第一電源線及一第二電源線之 間；以及一
靜電放電防護裝置，包括：一放電元件，當被致能時，則在該第一及第二電源線之間提

供一放電路徑，當被禁能時，則停止提供該放電路徑；一第一偵測電路，耦接於該第一

及第二電源線之間，其中該第一偵測電路提供一第一致能信號以及一第二致能信號；以

(2)
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及一第二偵測電路，連接該第一偵測電路；其中當一靜電放電事件發生在該第一電源線

時，該第一偵測電路利用該第一致能信號，致能該放電裝置；當該靜電放電事件未發生

在該第一電源線時，該第一偵測電路利用該第二致能信號，致能該第二偵測電路，藉由

禁能該第一致能信號，禁能該放電裝置。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之積體電路，其中該放電裝置係為一第一 N型電晶體，其
閘極接收該第一致能信號，其汲極耦接該第一電源線，其源極耦接該第二電源線，該第

二偵測電路具有一第二 N型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，其汲極耦接該第一 N
型電晶體之閘極，其源極耦接該第二電源線。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單元，耦接
於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號； 一電容單元，耦接於該第
一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一輸出端，

該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第二輸出

端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；以及一第三反相單元，具有一第三輸入端以及一

第三輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信號並耦

接該第一 N型電晶體之閘極。
14.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單元，耦接

於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦接於該第

一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一輸出端，

該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第二輸出

端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；一第三反相單元，具有一第三輸入端以及一第三

輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信號並耦接該

第一 N型電晶體之閘極；以及一 P型電晶體，其閘極耦接該第一 N型電晶體之閘 極，
其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第三輸入端。

15.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單元，耦接
於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦接於該第

一節點與該第二電源線之間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一輸出端，

該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第二輸出

端，該第二輸入端耦接該第一輸出端；一第三反相單元，具有一第三輸入端以及一第三

輸出端，該第三輸入端耦接該第二輸出端，該第三輸出端輸出該第一致能信號並耦接該

第一 N型電晶體之閘極；以及一第四反相單元，具有一第四輸入端以及一第四輸出端，
該第四輸入端耦接該第三輸出端，該第四輸出端耦接該第三輸入端。

16.   如申請專利範圍第 12項所述之積體電路，其中該第一偵測電路包括：一阻抗單元，耦接
於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一電容單元，耦接於該第

一節點與該第二電源線之 間；一第一反相單元，具有一第一輸入端以及一第一輸出端，
該第一輸入端耦接該第一節點；一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第二輸出

端，該第二輸出端耦接該第一 N型電晶體之閘極；一第三反相單元，具有一第一 P型電
晶體以及一第三 N型電晶體，該第一 P型電晶體之閘極耦接該第一輸出端，其源極與汲
極耦接該第二輸入端，該第三 N型電晶體之閘極耦接該第一輸出端，其源極耦接該第二
電源線，其汲極耦接該第二輸入端；以及一第二 P型電晶體，其閘極耦接該第一 N型電
晶體之閘極，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第一 P型電晶體之源極。

17.   如申請專利範圍第 11項所述之積體電路，其中該第二偵測電路包括：一 P型電晶體，其
閘極接收該第二致能信號，其源極耦接該第一電源線，其汲極接收該第一致能信號；以

及一第一反相單元，具一第一輸入端以及一第一輸出端，該第一輸入端耦接該 P型電晶

(3)

- 3251 -



體之汲極；其中該放電裝置係為一第一 N型電晶體，其閘極耦接該第一輸出端，其汲極
耦接該第一電源線，其源極耦接該第二電源線。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之積體電路，其中該 第一偵測電路包括：一電容單元，耦
接於該第一電源線與一第一節點之間，並輸出該第二致能信號；一阻抗單元，耦接於該

第一節點與該第二電源線之間；以及一第二反相單元，具有一第二輸入端以及一第二輸

出端，該第二輸入端耦接該第一節點，該第二輸出端輸出該第一致能信號並耦接該第一

反相單元之第一輸入端。

19.   如申請專利範圍第 11項所述之積體電路，其中該放電裝置係為一第一 P型電晶體，其閘
極接收該第一致能信號，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第二電源線，該第二

偵測電路具有一第二 P型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，其源極耦接該第一電源
線，其汲極耦接該第一 P型電晶體之閘極。

20.   如申請專利範圍第 11項所述之積體電路，其中該第二偵測電路包括：一反相單元，其輸
入端接收該第一致能信號；以及一 N型電晶體，其閘極接收該第二致能信號，其汲極耦
接該反相單元之輸入端，其源極耦接該第二電源線，其中該放電裝置係為一第一 P型電
晶體，其閘極耦接該反相單元之輸出端，其源極耦接該第一電源線，其汲極耦接該第二

電源線。

圖式簡單說明

第 1圖為本發明之積體電路之示意圖。

第 2圖為本發明之靜電放電防護裝置之一可能實施例。

第 3~5圖為本發明之靜電放電防護裝置之其它可能實施例。

第 6A~6D圖為第 2圖所示之偵測電路 121之其它可能實施例。

第 7圖為第 3圖所示之偵測電路 121之一可能實施例。
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